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ikizonali Keyn modelindo Hg1.xCdxTe kristallarinda elektron Raman sapilmasi masalasine baxilmigdir. Sapilmonin dife-
rensial effektiv kosiyi hesablanmigdir. GOstorilmisdir ki, isigin sopilmasi geyri-rezonans vs rezonans olaraq bas vers bilar.
Rezonans tezliyini tayin edon diistur alinmigdir. Sopilmonin diferensial effektiv kasiyi ticlin giymatlindirmolar géstarir ki, ba-

x1lan Raman sopilmasi tacriibado miisahids oluna bilor.

Acar sozlor: Hg1xCdxTe yarimkegiricisi, ikizonali Keyn modeli, elektron Raman sapilmasi.

Lazerlorin kosfi vo elektromaqnit siialanmasinin
tutulmast metodlarinin tokmillogmasi natisasinda spek-
troskopiya bork cisimlorin fiziki xassalorinin vo onlarin
daxilinds bag veran elementar proseslorin tadqiq edil-
moasi sahasindo giiclii metoda ¢evrildi. Hazirda bizim
mikroalom haqqindaki biliklorimizi terahers, gériinan,
infraqurmizi, radiotezlikli, mikrodalgalar, ultrabonov-
sayi vo rentgen oblastlarinda optik siialanmani tomin
edon vasitalarsiz tasavviir etmoak ¢atindir.

Yarimkegiricilordo meydana ¢ixan optik xassalor
yarimkeciricilor fizikasinin miistoqil bélmosini toskil
etmokls yanasi eyni zamanda yarimkegirici materialla-
rin ¢oxsayli parametrlorinin [ 1-3] toyin olunmasinda is-
tifads olunur. Bundan slava, optik xassalor miixtolif op-
toelektron sihazlarin yaradilmasinin bazasii togkil
edir. Hazirda yarimkeciricCilarin vo onlarin asasinda sii-
ni yaradilan asagi6l¢iilii elektron sistemlorinin xatti vo
geyri-xatti optik xassalori intensiv suratds todqiq olun-
magqdadir [4]. Bu hom asagi6l¢iilii ((nanodlcili), hom
doa makrodlgiilii maddslorin keyfiyyotca yeni optik xas-
salorinin askarlanmasi va eloCa do yeni fiziki prinsiplor
asasinda isloyan cihazlarin yaradilmasi ilo baghdir [3,
4].

Bork cisimlordo, o climlodon yarimkegiricilordo,
isigin Raman sopilmoasi yarimkegiricilorin vo yarim-
kegcirici asasl strukturlarinin toedqiqinde giiclii metod-
lardan biridir. Raman sapilmasinin spektrinds bark ci-
simlords méveud olan elektron hayacanlanmalari 6z
oksini tapir. Ad1 ¢okilon cisim vo strukturlarin bir gox
parametrlori, onlarin kinetik amsallar1 vo bir ¢ox basqa
fiziki komiyyotlori Raman sopilmosinin kdmayi ilo bir-
basa toyin oluna bilir [5].YarimKegiricilords, eloco do
onlarin asasinda siini olaraq alinan agagi6lgiilii sistem-
lorda real zona qurulusunun miirakkabliyi onlarda gox
miixtolif Raman sapilmasi proseslarinin bag vermasino
ravac verir. Bu proseslor sirf elektron hayacanlanmalari
hesabina vo hamg¢inin ds fononlarmn istiraki ilo bas vera
bilar [6]. Sirf elektron hayacanlanmalari hesabina to-
sokkiil tapan Raman sopilmasi elektron Raman sopil-
moasi (ERS) adlanir. Bu tip sapilmolar Kifayot qador ot-
rafli 6yronilmis olsa da, yuxarida dediyimiz Kimi, ya-
rimkegirici maddslordo zona qurulusunun &zslliklori
yarimkegiricilordo donor vo akseptorlarin olmasi, sim-
metriya moarkozinin mévcudlugu va ya onun olmamast,
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elektronlarm spine malik olmalari va s. ¢ox farqli elek-
tron Raman sopilmasi proseslorinin reallagmalarini to-
min edir[7].

Son  zamanlar  CdixMnsTe,  HgixCdyTe,
Hg1.xCdxTe, Hg1xCdxTe ,Hg1xMnyTe, Hg1xCdxTe vo
S. kimi yarimmaqnit yaimKegiricilords[3] elektron Ra-
man sopilmesinin tadqiqi genis viisat almigdir. Bels ya-
rimkegirici birlogsmolor maqnit sahasindo hom yarimke-
¢irici, ham do maqnit xassalarini niimayis etdirirlor. Ra-
man sopilmasi metodu ilo yarimmagqnit materiallarda
birbaga maqnit xassalorini 6yronmok mumkiindir. Ke-
ciricilik elektronlari spinlorinin magnit ionlarmin spin-
lori ilo miibadilo qarsiligh tesiri naticesinde méveud
enerji saviyyoalori pargalanir vo elektron spektri daha
mirakkab olur. Bu iso yeni elektron Raman sopilmosi
proseslarinin yaranmasina ravac verir [8]. Burada o da
onamlidir ki, miibadilo hesabina yaranan pargalanma
enerjisi temperatur vo maqnit sahasina qarsi ¢ox hassas
oldugu tigiin elektron Raman sopilmasi spektrini bu pa-
rametrlardon asili olaraq idars etmak mimkiin olur. Bu
isa 6z ndvbasindo, yarimmagqnit yarimkegiricilorden is-
tifads etmoklo Raman sopilmasi effekting asaslanan va
is¢i parametrlori maqnit sahasi vo temperaturla idars
olunan qurgu vs cihazlarin yaradilmasmin miimkiinli-
yii demoakdir.

Sopilms prosesinds impulsun va enerjinin
saxlanmasi qanunlar1 asagidakilardan ibaratdir.
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klassik radiusunun kvadratina miitonasibdir. Amma ya-
rimkegciricilords rezonansa yaxin oblastda effektiv kasi-
yin giymeti hotta 10%° dofs arta bilor. Bu artmanm so-
bobi birbasa sopilma bag veron miihitin zona qurulusun-
dan va yiikdastyisilarin sopilmo mexanizmlorindon asi-
lidr.

Toqdim olunan igdo AZ?B® tipli yarimkegiricilor
grupuna aid olan Hg:«CdiTe, yarimkegiricisinds va
onun kvant toboqasindaki elektron qazinda Raman so-
pilmasi tadqiq olunmusdur.

Normal vo invers zonali dar gadagan zolagl
Hg1-xCdxTe kristallarinda vo onlarin osasinda siini ya-
radilan kvant toboagolorinds ikizonali Keyn modelindo
zonalararasi elektron Raman sopilmasinin nozoriyyasi
qurulmusgdur.[8] DEK {igiin tezliyin stirismosindon vo

qadagan zolaginin enindon asili analitik ifadslor alin-
migdir. Sopilma prosesinin bir sira imumi xiisusiyyat-
lori vo yekun Raman spektri arasdirtlmigdir. Gostoril-
misdir ki, i$181n sopilmasi geyri-rezonans vo rezonans
olaraq bas vers bilor. Rezonans tezliyini toyin edon diis-
tur verilmigdir. Diferensial effektiv kasik tigiin geyri-

2
rezonans halinda d’s ~10 % sm*sr*san, rezonans
dQdw
2
halinda iso d’s ~1072°sm™sr 'san gqiymaotlori
dQdw

almmugdir. Bu iso baxilan Raman sopilmasinin tocrii-
bado miisahids oluna bilmoasini gostarir.
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